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M A H R I A Ł T N r «S 

E L E K T R O N I C Z N E 

J . S A S S : Zastosowanie transmisyjnej topografii rentgenowskiej w nierównoleglym uk ładz ie spektrometru dwukrys-
t a l i c znego do badania homoepitaksjalnych warstw S i 

W pracy przedstawiono wyn ik i rentgenowskich badań topograficznych homoepitaksjalnych warstw krzemowych 
uzyskane na dwukrystal lcznym spektrometrze w układz ie m , n . Badania wykonano pod kątem niedopasowania 
s iec iowego, występującego no granicy podłoże-worstwo. W y n i k i zinterpretowano no podstawie teorii niedopa-
sowania s ieciowego van der Me rwego . Stwierdzono, że bodone warstwy wskutek autodopingu mają szeroki 
obszar g ran iczny . Przedyskutowano pewne cechy spektrometru dwukrystal icznego w układz ie m,n na tle wyn i -
ków eksperymentalnych uzyskanych z badań c ienk ich próbek. 

K . J A C K O W S K A : PojemnoSć różniczkowa granicy fazowej półprzewodnik - roztwór elektrolitu 

W artykule omówiono podstawowe zależnoSci określające pojemnoSć granicy fazowej półprzewodnik - roztwór 
elektrol itu. Przeprowadzono ana l i zę matematyczną elektrycznego schematu zastępczego chorakteryzujqcego 
badaną elektrodę. Op i sano zestaw aparatury do impulsowej metody pomiarów pojemnoSci różniczkowej oraz 
podano przykład jej praktycznego zastosowanie w badaniu niel iniowoSci pojemnoSci granicy fazowej krzem -
roztwór elektrolitu. 

J . N O W A C K I , M . N A R O Ż N I A K : Nowo kompozycja zalewowa do elementów mikroelektronicznych 

W artykule podano wyn ik i prac prowadzonych w O N P M P nad nową kompozycją zalewową do hermetyzocji 
elementów elektronicznych. Op róc z podstawowych własnoSc! zalewy epolaydowej, omówiono technologię 
i możliwości szerszego jej zastosowania, 

Z . G O Ł A J E W S K I : Tworzywa szklano-krystal iczne no p łytk i podłożowe do układów mikroelektronicznych. 

W artykule opisano strukturę i teksturę tworzyw szk lano-krysta l icznych mających zastosowanie w mikroelek-
tronice. Omówiono wpływ własności faz krystal icznych i fazy szklistej no obróbkę powierzchni p r z e z s z l i f o w a -
nle i polerowanie. 

Podano informocje o podjętej produkcji płytek podłożowych z opracowanych tworzyw szk lano-krysta l icznych. 
Przedstawiono również wynik i badań ważniejszych własnoSci produkowanych płytek oraz porównanie z innymi 
ma te rn łom i 

B . M A L I S Z E W S K I : Obudowy hermetyczne o niskim koszcie wytwarzania do układów mikroelektronicznych 

W artykule opisono tanią metodę hermetyzacji mikroukładów scalonych w obudowach ceramicznych w wersji 
C e r - D i p . Obudowy wykonane są z ceramiki alundowej łączonej niskotopliwymi lutowiami szklanymi krysta l izu-
jącymi. Przeanalizowano dobór materiałów oraz możliwe warranty technologiczne i konstrukcyjne omawianych 
obudów. 

I . Z I N K I E W I C Z : Zastosowanie badań izotopowych do wyznaczan ia wieku bezwzględnego pokłodów geo l og i c z -
nych 

W artykule opisano metodę Rb-Sr do wyznaczania wieku bezwzględnego pokładów geo log i cznych . Joko na -
rzędzie do wyznaczan ia w skałach zawartoSci izotopów Rb i Sr zastosowano spektrometr masowy. Omówiono 
wyn ik i pomiarów granitów strzelińskich i strzegomskich. 

W . Ż U K , G . S K R Z E T U S K A : Przekroje czynne na jonizację elektronami niektórych związków s iark i 

Zastosowano spektrometr masowy z monoenergetyczną w iązką elektronów i óO° polem magnetycznym do p o -
miarów przekrojów czynnych no jonizację elektronami H2S i S 0 2 oraz ich produktów rozpadu. W artykule omó-
wiono wyn ik i tych pomiarów. 

J . S Z A R A N : Sk ład izotopowy siarki zawartej w źródłach mineralnych 

Zak ład F i zyk i Jądrowej Instytutu F i zyk i U M C S w Lublinie przeprowadził badania składu izetopowego siarki 
z wód źródeł mineralnych Podkarpack], Sudetów i Ku jaw. 
W pracy zostały omówione wynik i tych badań. 
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M A T l R l A t Y N I r 5 1 9 7 4 

E L H C T R O N I C Z N E 

J . SASS : App l i ca t ion of transmission X - r a y topography in the non-parallel system of bicrystol spectrometer for 
homoepitaxial S i layers investigations 

The reults of X - r a y topographic homoepitaxial S i layers, obtained on the bicrystal spectrometer in the m,n 
system, are presented. The investigations were carried out from the viewpoint of lattice mismatch which occurs 
at the interface substrate-layer. The results are interpreted on the ground of van der M e r w e ' s lattice mismatch 
theory. It was found ttiat the investigated loyers due to the outostimulation have a wide boundary. Some featu-
res of the bicrystal spectrometer in the m,n system were discussed on the ground of.experimental results ach ie -
ved In thin samples investigations. 

K . J A C K O W S K A : Differential capacity of the semiconductor-electrolyte phase interface , 

The fundamentol relationships determining capacity of the semiconductor-electrolyte phase interface are giver 
g i ven . Mathematical analysis of the equivalent circuit characterizing the tested electrode was made. 
The anrangement for current pulse technique measurements of differential capacity Is described. 
A n example of using it in practice for investigation of the capacity non-l inearity of the s i l icon-electrolyte 
phase boundary is g i ven . 

J . N O W A C K I , M . N A R O Ż N I A K : A new costing composition for the electronic components 

Results of the works carried out in O N P M P upon a new casting composition for electronic components encapsu-

lation are g i ven . Apart from fundamentol properties od epoxy resin, a technology and possibilities of its larger 

appl icat ion are discussed, 

Z . G O Ł A J E W S K I : Glass -crysta l l ine materials for the substrate plates to be used in microelectronic circuits 

The structure and texture of glass-crystol l ine materials used in microelectronics is described. 
The influence of crystall ine phases and of the glassy phase properties on the surface treatment by means of g r i n -
ding and polshing is discussed. 
The information about production of the plates form these new motern l s is g i v e n . 
The investigation results concerning more important properties of the plates being produced ore also presented 
compared to other materials. 

B . M A L I S Z E W S K I : Hermetic envelopes of low production cost for integrated microcircuits 

A cheap encapsulation method for the integrated microcircuits in ceramic envelopes in the C e r - D i p version is 
described. 
The envelopes are mode of alundum ceramics joined by means of low melting point glass crystal l iz ing solders. 
The choice of materials as well as possible technological and design variants the envelopes are ono lyzed. 

I . Z I N K I E W I C Z : Isotopic investigations in determination of geolog ical layers absolute age 

The Rb-6r method for determination of geological layers absolute age is described. The instrument for determi-

nation of the Rb and Si isotope contents was the moss spectrometer. The measurement results of granites from 

Strzel in and Strzegom are discussed, 

W . Ż U K , G . S K R Z E T U S K A : Ac t i ve cross-sections for ionization by electrons of some sulphur compounds 

A moss spectrometer with monoenergetic electron beam and with 60° magnetic f ield was used to measure the 

act ive cross-section for ionizat ion H2S and S O 2 by electrons and products of their d issoc iat ion. The measure-

ment results are discussed. 

J . S Z A R A N : Isotopic composition of sulphur included in mineral sources 

In the Nuc lear Physics Laboratory in the Institute of Physics of the M . C u r i e Sk łodowska ' s University in L ub l i a 
The investigations of isotopic composition of sulphur, included in water of mineral sources from three provinces 
of Poland, were carried out. 

In this work the investigation results are presented. 
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I N F O R M A C J A D L A A U T O R Ó W 

W celu ułatwienia prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem materiału do druku redakcja prosi 
Autorów o przestrzeganie podanych niżej wskazówek: 

1. Ob ję to l c i artykułów w zasadzie nie powinny przekraczać 10-15 stron maszynopisu. 

2 . Artyku ły powinny być napisane na pojedynczych arkuszach formatu A 4 , jednostronnie z i n te r l i n i ą/co drugi 
w i e r s ^ , z marginesem 3 , 5 cm z lewej strony, dużą czc ionką. N a arkuszu nie powinno być więcej niż 31 
wierszy po 65 znaków. Wszystk ie strony powinny być numerowane. 

3 . N o marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki i tabele. 
4 . Wszystk ie tabele i zestawienia /un ikać zbyt dużych/ należy wykonywać o sobno/n ie w maszynopisie 

ca łego artykułu/, w 4 egzemplarzach no oddz ie lnych arkuszach i numerować kolejno. U góry każdej tabeli 
podać tytuł obja ln iojący. 

5 . A r tyku ły należy nadsyłać w 4 egzemplarzach; powinny być dołączone do nich krótkie streszczenia w j ę zy -

ku polsk im, rosyjskim i angielsk im /również w 4 egzemplarzach/. 

6 . Ar tyku ły powinny w zasadzie być podzielone logicznie na częSci a w części końcowej winny być sformuło-
wane wn iosk i . Tytułów rozdz ia łów nie należy podkreSloć. W miarę możności unikać podzki łu artykułu na 
oddz ie ln ie zatytułowane częśc i . 

7 . Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz za łączone oddzielnie 
w usztywnionej koperc ie. Spisy rysunków zawierające teksty napisów pod rysunkami należy sporządzać 
oddz ie ln ie /n ieza leżn ie od tekstu artykułów/, w 4 egzemplarzach. Rysunki należy wykonywać na przezro-
czystej ko lce drukarskiej. 

8 . Fotografie powinny być ostre i wykonane no białym błyszczącym papierze fotograficznym. Numery fotografii 
I powiększenie należy podawać no odwrocie - o łówkiem. Numeracją należy objąć rysunki i fotografie 
łączn ie /n ie stosować oddzie lnej numeracji d la rysunków i oddzielnej dla fotografi i/. 

9 . Po zakończen iu artykułu należy podać wykaz literatury, wymieniając kolejno nazwisko autora i pierwsze 
litery imion, pełny tytuł dz ie ła lub artykułu, tytuł czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok, 
ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny być numerowane, w tekście powołania na numer 
pozycj i w rwwiasach kwadratowych, np. 1 . 

10. S łownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we w m r a c h itp. pow in -
ny być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie No rmy, Międzynarodowy Układ M i a r / S I / oraz z i n -
nymi obowiązującymi przepisas i i , 

11 .Maszynop i s powinien być bezwarunkowo przejrzany 1 czytelnie poprawiony przez Autora, Poprawek no stro-

nie nie powinno być więcej niż 5 , 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzonia drobnych zmian redakcyjnych, niezbędnych skrótów, 

korekty styl istycznej itp. 

13.Fakt nadesłania pracy do wydrukowania w "Mate r i a ł ach Elekh-onicznych" uważany jest zo równoznaczny 

z oświadczeniem Autora , że praco nie było drukowana oni wysłano do drukowania w żadnym innym c za so -

piśmie krajowym lub zagran icznym. 

14.Autorzy proszeni są o dokładne podawanie adresu i numeru telefonu celem łatwiejszego porozumiewania się 

i ewentualnego przesłania należnego honorarium. 
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